
РЕФЕРАТ 

 

Роботу викладено на 108 сторінках, вона містить 6 розділів, 33 ілюстрації, 22 

таблиці і 23 джерела в переліку посилань. 

Об’єктом дослідження стали кремнієві фототранзистори, що працюють у 

схемі зі спільним емітером. 

 Предмет роботи – дослідження властивостей та особливостей пробою 

колекторного переходу фототранзисторів. 

Метою роботи є розробка фізико – математичної моделі колекторного 

перехода фототранзистора. 

В першому розділі подано загальні теоретичні відомості, що стосуються 

електрон – фотонної взаємодії в напівпровідниках , та в кремнії зокрема.  

В другому розділі роботи проведено аналіз роботи фототранзисторів та їх 

конструкціонні методи виготовлення.  

В третьому розділі наведені загальні поняття стосовно лавинного пробою у p 

– n переході, а також необхідні теоретичні відомості з теорії іонізаційних 

інтегралів. 

В четвертому розділі наведено розроблену фізико – математичну модель 

пробою. 

В п’ятому розділі наведено теоретичні та практично отримані данні по 

колекторному переходу та їх порівняння. 

Шостий розділ присвячено розробцi стартап – проекту . 

 

РОБОТА ФОТОТРАНЗИСТОРУ В УМОВАХ ЗМІНИ 

ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

  



ABSTRACT 

 

The work presented on 108 pages consists of 6 parts, 33 figures, 22 table and 

23 sources in the list of references. 

The object of the research was silicon phototransistor operating in the circuit with 

common emitter. 

 The subject of work - study the properties and features the collector junction 

breakdown of phototransistors. 

The aim is to develop physical - mathematical model collector junction of 

phototransistor. 

The first chapter provides general theoretical information regarding the electron - 

photon interaction in semiconductors, and silicon in particular. 

In the second section of the analysis of phototransistors construction and their 

methods of manufacture. 

In the third part shows general information about avalanche breakdown at the p - n 

junction and the necessary theoretical knowledge about ionization integrals. 

The fourth section provides developed physical - mathematical model. 

The fifth chapter provides the theoretical and practical data obtained on the 

collector junction and their comparison. 

The sixth section is devoted to the development of a startup project. 

 

THE PHOTOTRANSISTOR OPERATION IN THE  

CONDITIONS OF  EXTERNAL ENVIRONMENT 
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